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企業簡介

 成立時間：2007年6月11日

 資 本 額：2.5億

 董事⻑：張晋誠 總經理：鍾明道

 員工人數：43人(統計至110年Q1)

 公司核心：研發設計和銷售溝槽式金氧半電晶體

 技 術：0.25/0.18/0.13µm 的溝槽式金氧場效電晶體

 無晶圓廠之功率電子元件與製程開發設計公司。

 MOSFET製程主要使用先進的0.25/0.18/0.13 µm製程技術，全方位應用在低壓
及中電壓領域。

 我們擁有MOSFET ﹑Diode ﹑Transistor和被動零件等銷售項目，在Co- Pak或
COB達到最有效的管理和應用。
我們擁有MOSFET 最佳設計及製程整合技術團隊。
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組織圖
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董事會

董事⻑

股東會

總經理

研發處

研發部

外包系統整合處

封裝工程部 品質保證部 生產管理部

技術行銷處

台灣區

技術行銷⼀部 技術行銷二部

深圳辦事處 FAE

管理處

財會部 管理部

總務人事室 資訊管理室

倉儲部

技術中心

稽核室 薪酬委員會



7

 ⺠國98年 取得ISO9001品質管理系統認證

 ⺠國99年 申請登錄興櫃，股票代號4923

 ⺠國100年 專利封閉式單元結構量產導入華碩

 ⺠國102年 專利封閉式單元結構加入ESD保護功能量產導入廣達

 ⺠國103年 取得水平式分離閘級(ETG1)美國專利

 ⺠國109年分離式閘級(ETG)技術產品量產導入緯創

 ⺠國109年 取得垂直式分離閘級(ETG2)美國與台灣專利

 ⺠國109年進入HP原廠認可供應商清單

 ⺠國110年專利RTG設計產品通過電源供應器大廠康舒驗證

重要沿革
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職稱 姓 名 學歷 經歷 持股%

董事⻑ 張晋誠 中原大學會計系
力銘科技(股)董事
眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
勤業眾信會計師事務所協理

0.97

董事 鍾明道 政治大學資管系博士
力士科技(股)董事⻑
力士科技(股)總經理
斐成企業(股)公司總經理

5.99 

董事 林才熙 台灣大學商學碩士 中加顧問(股)副總經理 -

董事 廖裕輝 政治大學商學院經營管理
組碩士 華國飯店董事兼總裁 2.20 

董事 涂高維 中正理工學院電子研究所
碩士

力士科技(股)技術⻑
尼克森微電子(股)公司研發部副總

0.12 

法人董事
秉家投資有限
公司
代表人:鍾秉家

布魯內爾大學品牌與行銷
管理碩士 力士科技(股)公司總經理特助 6.12 

獨立董事 趙培宏 美國休士頓大學法學碩士 法學法律事務所律師及所⻑ -

獨立董事 孫德至 美國哥倫比亞大學法學碩
士 創拓國際法律事務所主持律師 -

獨立董事 霍玲玲 中原大學會計系 信群會計師事務所所⻑ -

董事成員
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經營團隊

職稱 姓名 年資 學歷 經歷

總經理 鍾明道 28 政治大學資管系博士
力士科技(股)董事⻑
斐成企業(股)公司總經理

技術⻑ 涂高維 22 中正理工學院電子研究所碩士 尼克森微電子(股)公司研發部副總

副總經理 鍾秉家 6 布魯內爾大學品牌與行銷管理碩士 力士科技(股)公司總經理特助

研發處處⻑ 張淵舜 13 ⻑庚大學電子所碩士 拓緯實業(股)公司研發總監

技術⾏銷處處⻑ 蔡若凌 16 醒吾商專國貿科 力士科技(股)公司總經理特助
斐成企業(股)公司業務部協理

財務會計部經理 林祐年 21 雪梨大學工商管理碩士 安侯建業聯合會計師事務所審計部經理
元大京華證券承銷部高專
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公司及代工生產位置

 公司地址:台灣總公司與深圳辦事處
 FAB:世界先進 FAB-2

 封測廠:杰群,日月光, AIC, 成都先進

台灣總公司

封測廠成都先進

FAB廠:世界先進

封測廠杰群

深圳辦事處

封測廠AIC

封測廠日月光



競爭利基
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產業前景

資料來源：法國Yole Developpement, 2020

功率元件市場成熟且穩健，隨元件整合使產品應用領域逐漸
拓展，整體市場規模持續成⻑
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上下游產業合作夥伴

晶圓廠 封測廠

• 世界先進Fab2

• 杰群 GTBF

• 成都先進 APS

• 日月光ASE

• AIC(⾺來⻄亞)

材料

• 環球晶圓

Epi wafer 
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產品架構

Force mos

Mosfet

LV Mos MV Mos Power Mos

Diode

Schottky Zener Transistor TVS/ESD

品項 銷貨收入 占比(%)

MOSFET 94,734 38.25 

WAFER 78,263 31.60 

Diode 54,201 21.89 

Transistor 11,118 4.49 

其他 9,330 3.77 

合計 247,645 100.00 

單位:新台幣千元/%

年份:2021年第⼀季
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年份：2020年

客戶應用群及銷售佔比

PC/NB
37%

Wafer Business
30%

TV & Moniter
12%

Battery pack
9%

Networking
2%

Power
1%

Other
9%
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2017 2018 2019

晶片設計競爭優勢

2021

•專利封閉式單元結構較⼀

般同類型產品有~10%的效

能優勢

•Split Gate: 專利水平分離式閘極結構

(ETG)擁有與國際大廠專利設計同等之

特性表現

•RTG: 與⼀般標準溝槽式設計相比擁有

~30%的效能優勢，與高階之分離式閘

極結構相比擁有20%以上的成本優勢

•已取得垂直式分離閘級

結構專利，製程開發中
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2017~2019 2020

產品封裝競爭優勢

2021

•各式樣標準型封裝的生產

供應鏈已完成，可依照個

別客戶的需求搭配晶片做

最佳化之產品調整

•銅夾片封裝: 提供更高⼀級的產品特

性(低導通電組)及優異的散熱效能

•CSP: 針對鋰電池充放電管理應用提

供⼀系列的無封裝產品線

•Thin Pak薄型封裝系列可提

供Pin-to-Pin傳統CSP製品並

達到更高等級的可靠度水準
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人力資源結構

全員43人，研發人員共12人

學歷分佈

高中 大專 碩士 博士

4名 31名 7名 1名

研發人員
專業年資

< 3年 3~6年 7~10年 > 10年

1名 2名 0 9名
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 依專利使用領域區別

 依專利取得所在地區別

註：係統計截至110年4月30日本公司尚在維護之專利

專利佈局

類別
低中壓
短製程

ESD
新元件
RTG
ETG

CSP IGBT

其他
MOSFET結
構與製程

合計

已取
得專
利數

8 5 26 1 4 49 93

項目
國別

發明專利 新型專利 合計

申請中 已取得 申請中 已取得 申請中 已取得

美國 2 71 0 0 2 71

中國 3 15 0 1 3 16

台灣 0 5 0 1 0 6

歐洲 1 0 0 0 1 0

南韓 1 0 0 0 1 0

日本 1 0 0 0 1 0

合計 8 91 0 2 8 93



成品自有品牌成品自有品牌

1.依據終端客戶的使用需求
選擇最優化之設計來進⾏產
品開發，而不是做me too、

拚量及價格的產品。

2. 持續開發新技術及新材料
來製作具有市場競爭力的產

品

晶片銷售晶片銷售

與自有品牌優勢之封裝廠做
策略合作，透過專業分工，
力士提供高品質、高性能及

低成本優勢的晶片，透過封
裝廠自有封裝線的成本優勢
及銷售管道作產品的推廣及

銷售。

與自有品牌優勢之封裝廠做
策略合作，透過專業分工，
力士提供高品質、高性能及

低成本優勢的晶片，透過封
裝廠自有封裝線的成本優勢
及銷售管道作產品的推廣及

銷售。

客製化設計客製化設計

過特定的晶片尺寸及接線腳位，

透過公司的專利製程及半導體
元件的特殊結構，達成IC設計
公司所需要的晶片效能。並透

過特定的晶片尺寸及接線腳位，
與IC晶片做最優化的搭配。提
供最簡單、性能穩定及最高性

價比的MOSFET晶片。

產品銷售與客戶發展策略



經營實績
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最近二年投產量VS銷售額及毛利率

15,239 
18,125 
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23,606 
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 -
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經營績效-2019~2021Q1獲利能力

18,612 

(2,325)

(10,080)

34,462 

24,057 24,596 

(7,599)

(10,959)

29,632 

24,743 

0.81
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1.07
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-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

(20,000)

(10,000)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2019H1 2019H2 2020H1 2020H2 2021Q1

營業利益

稅前淨利

每股盈餘

單位：新台幣千元/元
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項目 公司別/年度 2018 2019 2020

負債佔資產比率(%)

力士 22.35 24.56 27.93

大中 39.24 39.63 32.00

尼克森 27.94 22.85 18.11

富鼎 37.51 37.05 41.66

流動比率(%)

力士 484.65 475.70 387.02

大中 239.21 229.56 254.47

尼克森 295.99 360.79 454.74

富鼎 205.04 210.45 195.15

應收帳款週轉率(次)

力士 5.03 3.91 3.65

大中 5.27 4.55 5.87

尼克森 2.67 2.92 2.48

富鼎 4.37 3.78 4.48

存貨周轉率(次)

力士 4.85 4.12 4.51

大中 4.81 2.91 3.70

尼克森 3.94 4.31 4.07

富鼎 3.56 2.34 3.38

財務比率同業比較

資料來源：本公司各年度經會計師查核簽證之財務報告；各公司各年度之年報



未來展望
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歷年研發成果

• 150V/375mΩ N通道，
SOT-26 封裝

• 30V/10mΩ P通道，
DFN3*3 封裝

• 30V/45m Ω P通道，
靜電防護 3KV保護，
SOT-23 封裝

• 100V/ 100mΩ N通
道，DFN3*3 封裝

• 開發出分離式閘極獨
家專利製程平台
(Split-Gate)

• 30V/31mΩ雙N通道，
DFN3*3 封裝

• 40V/2.5mΩ N通道，
TO-220 /DFN5*6 封裝

• 100V/14~23mΩ N通
道，TO-220 封裝

• 取得專利⼀件

• 建立N/P通道 20~60V 

MOSFET的電腦製程及
電性模擬運算模型

• ETG-1 分離式閘極良率
提升，並開始量產

• 於第二晶圓廠建立20V 

N通道製程平台
• 於第二晶圓廠建立20V 

P通道製程平台
• 於第二晶圓廠建立30V 

N通道製程平台
• 於第二晶圓廠建立30V 

P通道製程平台，並提
升產品性能，縮⼩晶片
⾯積達30%

• RTG30V/40V N通道新
製程開發完成

• 取得專利⼀件

• RTG 40V/2.2mΩ N通
道，DFN 3.3*3.3封裝
(該封裝業界最大電流)

• RTG 30V/1.5mΩ N通
道，DFN 3.3*3.3封裝
(該封裝業界最大電流)

• 裸晶封裝CSP

12V/20V/24V系列產品
開發完成

• ETG-1 Plus 新製程平
台開發完成

• ETG-1 Plus 100V/ 

8~10mΩ N通道，
SOP-8封裝

• 取得專利五件，含⼀
件ETG-2美國發明專
利

• RTG 30V/2.2mΩ N通
道，DFN 3*3 封裝

• 裸晶封裝CSP 28V系
列產品開發完成

• ETG-1 Plus 100V/ 

5.8mΩ N通道，
DFN5*6封裝

• PD IC 合封之30V N通
道特製MOSFET晶片

2017 ~ 2018 2019                         2020                  2021
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Power MOSFET 發展藍圖

2021

2020

2017

2018

第⼀代分離式閘極 (ETG1)
簡化製程設計 (3層光罩設計)

CSP設計產品量產
(傳統無封裝/ThinPak系列)

第二代分離式閘極 (ETG2)

針對電視與照明應用推
出中電壓 100V~200V
系列產品

針對PC與NB應用推出低電
壓 20V~60V系列產品

新世代化合物半
導體(GaN)
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鋰電池充放電保護應用CSP設計
(手機及各項手持⾏動裝置)

•針對手機鋰電池應用做開發，可全系列對

應市場指標廠商Panasonic 12V產品
•Thin-PAK 封裝系列具有0.55mm的封
裝本體厚度，較傳統CSP產品有更穩

定的可靠性且更佳的散熱效果
•單通道式結構可達到導通電阻為1.1mohm，
該規格應為目前市面上最低!

VSS =12V
N-type

ME6600DH

Rdson=4.7mOhm

Thin-PAK CSP-UBM

ME6612DH

Rdson=2.2mOhm

ME6600DW

Rdson=4.7mOhm

ME6612DW

Rdson=2.2mOhm

ME6606DW

Rdson=1.1mOhm

VSS =12V
N-type

產品已通過客戶可靠度驗證!
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多層式閘極結構專利

ETG-2

ETG-1



未來展望 --成品銷售
項 目 說 明

傳統塑封型封裝
 ETG 60V、80V、120V新產品系列
 RTG 40V、20V、12V 新產品系列
 晶片尺寸縮小20%以上，低電源切換損失

無焊線晶圓級封裝
 低封裝線阻、高散熱
 Level-1 最高等級封裝可靠度
 封裝尺寸最小化

產品應用
A. 大功率切換式電源供應器 (GaN、SiC)

B. BMS 電動汽車電池能源管理系統

市場推廣

A. 密切與台灣四大電源廠合作，針對未來電源供應器
的需要提供新規格，及客製化封裝設計。

B. 取得品牌廠的合格供應商資格
C. 加強行銷活動及產品廣告



未來展望--晶片銷售

項 目 說 明

自有品牌封裝廠
A. 透過銷售晶片換取封裝產能

B. 調節晶片的庫存及晶圓廠產能需求

PD-IC合封

A. 與全球市佔80%的 PD IC廠商合作，提供合封最佳效能的

MOSFET晶片

B. 利用IC廠的銷售管道，切入所有可觸及的客戶

C. 第⼀時間取得未來電源架構的規格及產品需求

SR-IC合封

A. 提供最佳效能的ETG MOSFET晶片，透過各IC廠打開力士

的市場知名度

B. 推出力士的合封IC型的自有產品



未來展望—IP矽智財授權

項 目 說 明

電池保護IC廠商投片授權
A. 目標客群為整體解決方案之需求，無法獨立銷售MOSFET產品

B. 必須具有晶圓廠的投片權

Mini-LED Driver-IC合封

A. 與全球最大的 LED Driver IC廠商合作，提供全球獨家MOSFET

陣列型的控制晶片

B. 全部開發費用由客戶負擔

C. 專利共有
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 www.force-mos.com 


